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^ (57) Abstract: A white light source comprises a UV-Zblue-emitting semi-conductor LED (1), an embedding mass with phosphor 
VO particles (6) and several light emitting zones. Said light emitting zones are arranged within a layered structure, on a common substrate 

(10, 20), whereby the emission maxima of the light emitting zones are eneigetically staggered by various choices of compound or 

semi-conductor material thickness. 

^ (57) Zusammenfassung: Eine WeiBUchtqueUe miteinerUV7bkucmittiefendenHalbleiter-LED(l)undeineri^ 
O kehi (6) versehenen Einbettungsmasse (5) wird mit mehreren lichtemittierenden Zonen vers^en, die innerhalb einer Schichtstruktur 
^ auf cinem gemcinsamen Substrat (10; 20) aufgebracht sind, wobei die Emissionsmaxima der Hchtcmittierenden Zonen durch unter- 
^ schiedliche Wahl der Zusammensetzung oder der Schichtdicke des Halbleilennaterials eneigetiscfa gegeneinander verstimmt sind. 


